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ンスバッタ装置と簡易型 RF 2 極スパッタ装置では，基板温度抑制の面で前者の方がすぐれているこ
とを明らかにしている。
(3) 放電空聞におけるスパッタ原子のイオン化の過程について考察し，マグネトロンスパッタリングは
大電流密度の放電を利用するために，従来のスパッタ装置にくらべてスバッタ原子のイオン化率が極
めて高いことを示すと共に， これに関連する現象である「持続セルフスパッタリング」を理論的に取扱
い，かっ実験的にそれを示している。
(4) 従来問題視されてきたスパッタ膜中の金属不純物について，その混入の過程が中性高速原子のター
ゲットシールド衝撃に起因することを明らかにし，その防止策を与えている。
以上のごとく本論文はマグネトロンスパッタリングの特性と膜作製条件に関与する装置要因について
多くの有益な知見を提供し 電子デバイス作製技術の発展に貢献すると乙ろ大きい。よって本論文は博
士論文として価値あるものと認める。
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